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内容：

１ はじめに

近年、脳内ネットワークの機能的及び構造的な特徴が明ら
かにされてきている（図1）。また、神経細胞間の結合はヘ
ビーテイル分布を示すということが報告されている（図2）。本
プロジェクトでは、サルの視覚野領域のネットワークトポロ
ジーに対してヘビーテイル分布によって結合された発振器シ
ステムの同期現象について調査を行う。

２ 提案システムと結果

図4にサルの視覚野の脳内ネットワークモデルを示す。また、
それぞれのノードは非線形回路として van der Pol 発振器を
用いた（図3）。結合分布をそれぞれ一様分布、ガウシアン分
布、ヘビーテイル分布を適用した時の同期率の結果を図5に
示す。この結果より、ヘビーテイル分布はグローバル同期の
達成が難しいことが明らかになった。

３ 今後の課題

今後は、より大規模な脳内ネットワークに対しての調査と、
脳の高次機能と同期の関係を明らかにすることである。

分野：通信・ネットワーク工学

専門：非線形理論・回路

E-mail: uwate@tokushima-u.ac.jp

Tel. 088-656-7662

Fax: 088-656-7471

HP : http://nlab.ee.tokushima-u.ac.jp/uwate.htm図5 完全同期の結果図4 サルの視覚野ネットワーク

図3 van der Pol 発振器と結合方法図2 シナプスのヘビーテイル

図1構造的および機能的なブレインネットワーク
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図1 得られた結晶の表面および断面

内容：

窒化物半導体は可視域から深紫外に至るまでの領域をカ
バーする発光材料などとして注目され、研究が進められてい
る。窒化物半導体の結晶成長における現在の最大の問題点
は、高品質な窒化物基板が安価に入手できないことである。

我々はこの問題を解決するため、直接合成法や昇華法な
どの簡便で低コストな結晶成長方法でGaN基板やAlN基板を
作製してきた。

直接合成法は金属Gaとアンモニア(NH3)を反応させてGaN
を得る方法である。成長の結果、図1(a)および(b)に示すよう
に、サファイアc面上にc面GaN、サファイアr面上にa面GaNが
得られた。結晶品質はいずれも比較的高品質であり、結晶
成長用基板として十分に使用することができる。

またAlNは昇華法により6H-SiC基板上に成長を行った。そ
の結果、図1(c)に示すような AlN成長層が得られ、比較的高
品質であることが確認できた。また実際に得られたAlNを基
板としてMOCVD法によりAlGaN層を成長したところ、成長層
からは良好な発光が観測できた。

分野：電気・電子材料工学

専門：半導体工学、結晶成長学

E-mail: nishino@ee.tokushima-u.ac.jp

Tel. 088-656-7464

Fax: 088-656-7464

コンタクト不良
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内容： 

 電動機は一般家庭から産業分野まで様々な所で用いられ
ており、中でも交流電動機が制御性と小型高効率の点から
多く用いられるようになった。しかしこの電動機の制御には
位置センサを電動機に取り付ける必要があり、これがコスト
アップや大型化、そして制御装置の複雑化につながり、問題
となっている。産業用と一般家庭では制御方法に違いがあり、
前者は高度な制御が必要なため、図1aに示す高価で高精度
な位置センサが用いられる。家庭用にはコストの点から安価
な位置センサ(図1b)で運転が行われているが、制御性を犠
牲にすることになる。 

 そこで我々は安価なセンサを用いながらも、高度な運転が
可能な制御方法を現在開発中である。これにはロジック回路
追加と制御プログラム追加により運転が可能なため、低コス
トながらも、高精度なセンサを用いた制御と同等の運転が可
能となる。また、交流電動機はブラシレスDCモータを用い、
スイッチング損失を抑えた運転方法を維持できる。省エネで
問われる効率の向上も期待でき、家電製品やカーエレクトロ
ニクスなどの応用を考えている。 

 

分野：電力変換 

専門：パワーエレクトロニクス 

E-mail: yamaken@ee.tokushima-u.ac.jp 

Tel.   088-656-7451 

Fax:  088-656-7451 

コンタクト不良 

位置センサ(ホールIC)  

(a) 産業用に用いられている交流電動機(ACサーボモータ) 

位置センサ部分(エンコーダ) 

(b)  家庭に用いられる交流電動機(ブラシレスDCモータ) 

図1  本研究の対象となる交流電動機例 

図2  本研究で開発中の制御回路装置の一例 


